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【はじめに】 酸化ニッケル(NiO)は、p 型導電性を示す、バンドギャップ 3.7eV [1]の透明酸化物半導体

（TOS）である。したがって、酸化亜鉛（ZnO）のような n型 TOS と pn接合を形成することにより、透明ト

ランジスタや紫外線利用型太陽電池などの透明デバイスへの応用が期待できる。我々は、安価で大面

積化可能なスパッタ法により NiO薄膜の堆積を試みてきた[2,3]が、上記デバイスに適した導電性を有し、

透過率も高い NiO 薄膜の堆積は困難であった。一般に、NiO の自由正孔源は Ni 空孔(VNi)と言われて

おり、VNi は透過率低下の要因となる Ni3+イオンを形成すると報告されている[4]。本研究では、TOS デ

バイスに適した正孔濃度や表面状態を得ることを目的とし、Li添加 NiO薄膜のスパッタ堆積を行った。 

【実験方法】 RF リアクティブスパッタ法を用い、ソーダライムガラス(SLG)基板上に無添加および Li 添

加 NiO薄膜を堆積した。無添加膜の堆積にはNi金属ターゲットを、Li添加膜の堆積には LiOモル分率

20％の LixNi1-xO セラミックターゲットないしは Ni 金属上に Li2O（10×10×3t）のペレットを置きターゲッ

トとして使用した。パラメータとして、チャンバ内圧力、供給酸素-アルゴン混合比[f(O2)=O2/(Ar+O2)]を変

化させた。堆積した薄膜の評価は、ホール測定、XRD測定、光透過測定、AFM観察により行った。 

【結果及び考察】 図１に、Ni金属または LixNi1-xOターゲットを用いて堆積した、無添加及び Li添加NiO

薄膜のホール測定結果を示す。無添加薄膜では、f(O2)の増加に伴い正孔濃度が増加する傾向があっ

た。これは f(O2)の増加に伴い正孔源であるVNiが増加したためと推測される。一方、Li添加薄膜の正孔

濃度は無添加薄膜よりも広範囲に変化した。この結果は、f(O2)の低い、透明薄膜が得られる条件[2]で

Li がアクセプタになりにくい事を示しており、

原因を明らかにする必要がある。 
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図１ 無添加および Li添加 NiO薄膜の 

電気特性の f(O2)依存性 
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